
INSTYTUT TECHNOLOG! I ELEKTRO NO W EJ

8-BITOWA BRAMA WEJŚĆ IE-Y/YJŚC IB UCI 74S412N

Rys. 1. Rozkład wyprowadzeń

Bipolarny oyfrowy układ scalony TTLS UCY 74S412N pełni funkcję 
uniwersalnej 8-bitowej bramy WEJŚĆIE-WYJSCIE dla systemu mikro
procesorowego, opartego na jednostce centralnej MCY 7880.Układ 
posiada wewnętrzny przerzutnik /SR/ służący do generacji i kon
troli przerwań w systemie. Całość kontrolowana jest przez układ 
kombinacyjny sterowany sygnałami IiSl, D32, MD, ĆLń, STB. Część 
transmisyjna układu składa się z 8-bitowego rejestru typu Hza— 
trzask” oraz trójstanowych buforów wyjściowych. Praca części 
transmisyjnej określona jest następującymi równaniami boolowski- 
mi:

WR = Mff • STB + DS1 •' DS2 • MD
EN » MD + DS1 • DS2 

Istotne są trzy przypadki:
WR « 1 i EN = 1 - transmisja danych z wejścia na wyjśoie

układu,
WE » 0 
EN a 0

- pamiętanie danych.
- stan wysokiej irapedancji na wyjściaoh

D01 -ś- D08
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Rys. 1. Schemat logiczny
Nazwy wyprowadzeń:
DI1 - DI8 - wejście danych
D01 - D08 - wyjście danych
MD - - wejście określające rodzaj pracy układu
B3T, DS2 - wejścia wybierające
STB - wejście strobujące

_ wyjście sygnału przerwania 
CXR - wejście zerujące



- 3 -

Rodzaj .pracy układu określony jest przez wejście MD:
1° MD = 0 /we jściowy rodzaj pracy/ ' 

wtedy WIl «= STB i EH = DS1 • DS2 
2° MD = l /wyjściowy rodząj•pracy/ 

wtedy Y/R = DS1 * DS2 i EN = i 
*Rejestr typu "zatrzask" może być zerowany sygnałem CLR = 0 
tylko w stanie pamiętania danych. /Y/R = 0/. Przerzutnik ge
neracji przerwań /SR/ jest asynchronicznie ustawiany w sta
nie wysokim /brak przerwania/ sygnałem ĆLil = 0 oraz zerowa
ny opadającym zboczem sygnału strobującego STB /stan przer
wania/. Wyjście sygnału' przerwania IHT /aktywny stan niski/ 
może być bezpośrednio dołączony do układu kontrolera priory
tetu przerwań /UCI 743414N/ bądź przez inwerter, do wejśoia 
INT CPU MCI 7880.

PARAMETR! DOPUSZCZALNE

Napięcie zasilania
Napięcie wejściowe
Prąd wyjściowy
Temperatura otoczenia 
w czasie pracy
Temperatura 
prze chowywania

U,CC
U-

-  o, 5 ~ 7 v

- 1,0 -r 5,5 V
I < 1 2 5  mA o

• W  - 0 * +7° c

.‘stg - +125°C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /statyczne/
^amT, “ °°C ^ 7.0°C> UCC " 5 T i 5a> jeśli nie podano inaozej/

Nazwa Symbol
parame
tru

Jedn. Wartość 'parametru Warunki
pomiaruJJciAclIIIfci iru min. max.

1 2 3 4 ... ' b 1
Prąd wejścio
wy w stanie 
niskim 
DI1 ~ DI8 
DS2,STB, CLR

- h i .̂uA 250

Ucc = 5,25 V 

Uj = 0,45 V



PARAMETR! CHARAKTERYSTYCZNE c.d.

1 2 3 4. ..........5................. ...............6 ...........

Prąd wejściowy 
w stanie niskim
W T
MD

i

-XIL
/uA
yuA '

1 000 
750

Jcc - . V 25' v
Jj = 0,45 V

Prąd wejściowy 
w stanie wyso
kim
DI1 -i- DI8 DS2,sTB,Trnr h u

1 o'
Jcc = 5,25 V 
tJI ~ 5,25 V .

Prąd wejściowy 
w stanie wyso
kim
i,ID 
DS1 IIH

/UA
/UA.

30
40

Jrr = 5,25 V 
5,25 T

Ujemne napięcie 
wejściowe 
/wszystkie wej
ścia/ -UIL V 1

Jcc = 4,75 V
-Ij = 5 mA.

Napięcie wej
ściowe w sta
nie niskim UIL V

i

0, 85

Napięcie wej- , 
ściowe w sta
nie wysokim UIH ■ V 2,0

Napięcie wyj
ściowe w sta
nie niskim °0L V 0,45 IQL . 15 mA

Napięcie wyj
ściowe w sta
nie wysokim

•

U 0H V 3,65 I0H =
Zwarciowy prąd 
wyjściowy _Ios mA 15 75 U0 = 0 V
Prąd wyjściowy 
w stanie wyso
kiej impedancji

l0/otf
yuA -20 U0 = 0,45 V

D01 -f- D08 yUA "2 0 U0 = 5773TT
Prąd zasilania Ia r»* UW mil ‘ ~TJ0
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /dynamiczne/
/tamb = 0°C -r 70°C, tfcc = 5 V i %  jeśli nie podano inaczej/

iiazwa parametru ;
i i

Symbol
paramet
ru

iecfn* V/artość parametru Warunki
pomiarumm. max.

, ' 1 
Sserokośó im- * 
pulsu /STB,CLR, 
DS1*DS2/ tpw . ns 30
Opóźnienie tran
smisji danych 
przez układ 

i i/DI — DO/ tpd ns 30 Rys. 4
Opóźnienie syg
nałów D01—D08 

■względem sygna
łu STB lub 
DS1-DS2 *WE ns . 40 Rys. 4
Czas ustalania 
sygnałów D.I1-DI8 tSET ; ns 15
’ zas trzymania 
jygnałów DI1-DI8 tH‘ ns 20
Opóźnienie syg
nału iNT wzglę
dem sygnału STB tR ns 40 Rys. 4
Opóźnienie syg
nału INT wzglę
dem sygnału 
DS1-DS2 tS ns 30 Rys. 4
Czas opóźnienia 
przy wychodzeniu 
ze stanu wyso
kiej impedancji 
7D01-D08/ tE ns 45 Rys. 5
Czas opóźnienia 

przy wchodzeniu 
v/ stan wysokiej 
impedancji 
/D01-D08/ tD ns 45 Rys. 5
Opóźnienie syg
nałów D01—DG8 
względem sygna
łu CLR /zerowa
nie/ *C ns i i 55 Rys. 4

. . . .  i
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Wyjście
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Rys. 4« Obciążenie . Rys. 5. Obciążenie; wyjść D01-D08 przy 
wyjść przy pomia- pomiarach czasów tg .i t^
rach parametrów“dy

namicznych .

Na rysunkach 6-11 przedstawiono wybrane zastosowania układu 
w systemie mikroprocesorowym,

jfl
STB CCR

DSI MD Pif 2

Sygnały
sterujące

r r

Rys. 6. 3-3tanowy bufor danych
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S zyna
danych

Kierunek
transm isji

(O L ■* P )
V* p - w

S TB

UCY 
7 4 S 4 4 2 N

V

Szyn a  danych

UCY ■ 
7+5412 N

CLR 
DS2 md ds7
t ~ y  y

Rys. 7* Dwukierunkowy driver szyny danyoh

S y g n a ł __
iqdania óbsfugi

Wejict«
systemu
Zerowanie
systemu

Sygnafy
wyboru
bramy

STB

U C Y  

745442 H

-< cl£ iwrfc-
D5i MD DS2

Szyna danych

S y g n a ł przerwania 

------------- Do UCY  7454ł4

Rys. 8. Brama WE/WY z generaoją sygnału przerwania
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Instrukcja GST 
(R S T O  - *  R ó T l )

y

cc

S zyna  danych
o

STB CLR
DSz

UCY ■— \
7 4 5 4 1 2  N

♦

D57 md

V

Potw ierdzenie przerwania 

. Rys. 9. Brama instrukcji przerwania RST

Szyna
danych

Sfe|$nar potw ierdzenia  
( p r i i r w a n ie j

5TB
ucy

7454 Í2 N

In r ĆLR
D¿2 md DS?

kVcc

S y g n a f  przyjęcie danych

Wyjicte ¿yżlemu 

Zerowanie sy s te m u

Sygndfy wyboru trany ■

Rys. 10. Brama wyjściowa typu hand-shake
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6 2 yna danych

JYNC

Rys. 11. Rejestr statusów systemu

Z egar  
.systenui

STATUSY

INT A
Ro
6 TACK
HLTA

OUT
hi
INP
M£MR

, S ta tu s y
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Wymiary obudowy CE-73

Symbol
wymiaru

Wymiary mm Kąt
stopnie

min. nom. max.

A — — 5,10 —
b 0,38 - 0,59 _

0 0,20 - 0,36 —
D 31,3 31,6 — -
e — 2,54 — _  .

e1 - 15,24 — -
L 2,54 -V - -
m e 13,8 — - -
e - - 0.-15

$

Me

Rys. 12. Kształt obudowy plastikowej o 24 wyprowadzeniaoh
CE-73
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